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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Целью визита стало тести

рование и приём обору


дования, изготовленного по за

казу польских партнеров ИСЭ
СО РАН и компанией «Микро

сплав», которая входит в состав
кластера инновационных ком

паний Томского научного цент

ра СО РАН «Новые материалы и
наукоёмкие технологии».

Институт сильноточной элек

троники СО РАН на протяжении
многих лет является признан

ным мировым лидером в сфере
разработки сложнейшего элек

трофизического оборудования,
предназначенного как для фун

даментальных исследований,
так и для использования в раз

личных высокотехнологичных
отраслях промышленности.

— Наш научный коллектив
изучает влияние электронного
пучка и импульсных плазмен

ных пучков на модификацию
поверхности материалов, —
рассказывает Збигнев Вернер,
профессор Национального
центра ядерных исследований
Польши. — Ранее у нас уже был
успешный опыт сотрудниче

ства с Институтом сильноточ

ной электроники, который име

ет высокий авторитет среди
специалистов Европы и США. В
2002 году мы заказали в инсти

туте источник плазменных ду

говых разрядов, предназначен

ный для нанесения плёнок на
поверхность. Поставленный
нам тогда ускоритель «Титан»
активно применяется для ис

следований. Но у нас возникла
потребность в новейшем, пере

довом оборудовании. Мы пред

полагали заказать два отдель

но работающих устройства, но
Институт сильноточной элект

роники совместно с компанией
«Микросплав» смогли разрабо

тать единый комплекс.

Для Польского ядерного
центра впервые в мире изго

товлена установка, в который
совмещены две уникальные
возможности — возможность
имплантации материалов мно

гозарядными ионами и возмож

ность отжига дефектов, возни

кающих в этих материалах при
имплантации, с помощью им

пульсного сильноточного элек

тронного пучка. Это оборудова

ние предназначено для получе

ния как полупроводниковых, так
и металлических материалов,
обладающих качественно новы

ми свойствами, которые будут
использоваться в области мик

роэлектроники и приборостро

ения.

Польские специалисты при

везли с собой ряд образцов:
первые эксперименты были
проведены уже на томской зем

ле. Обе стороны надеются на
продолжение сотрудничества и
уже наметили для себя даль

нейшие направления совмест

ной работы.

Два в одном
Институт сильноточной электроники СО РАН посетила иностранная делега

ция ученых и специалистов из крупного европейского научно
исследователь

ского учреждения — Национального центра ядерных исследований Польши.

О. Булгакова, г. Томск
На снимке:

— проф. Збигнев Вернер и ведущий
научный сотрудник ИСЭ

Григорий Озур в процессе
тестирования оборудования.

Фото В. Бобрецова

Награды Родины
Указами Президента РФ груп


па сотрудников Сибирского отде

ления награждена орденами и ме

далями Российской Федерации.

За достигнутые трудовые ус

пехи, значительный вклад в со

циально
экономическое разви

тие РФ, заслуги в гуманитарной
сфере, активную законотворчес

кую и общественную деятель

ность, многолетнюю добросо

вестную работу Орденом Друж

бы награждены Геннадий Нико

лаевич Кулипанов, заместитель
директора Института ядерной
физики им. Г.И. Будкера СО РАН,
Михаил Иванович Кузьмин, со

ветник РАН Института геохимии
им. А.П. Виноградова СО РАН;
орденом «За заслуги перед Оте

чеством» IV степени награждён
Вячеслав Иванович Молодин,
зам. директора Института архео

логии и этнографии СО РАН; ме

далью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награж

дён Георгий Петрович Кузьмин –
главный научный сотрудник лабо

ратории инженерной геокриоло

гии Института мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН,
Владимир Иванович Куркин — за

меститель директора по научной
работе Института солнечно
зем

ной физики СО РАН.

Звание «Заслуженный дея

тель науки Российской Федера

ции» присвоено доктору биоло

гических наук Марии Ивановне
Дергачёвой, главному научному
сотруднику Института почвоведе

ния и агрохимии СО РАН, докто

ру физико
математических наук
Льву Николаеву Мазалову, глав

ному научному сотруднику Ин

ститута неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН, док

тору геолого
минералогических
наук Геннадию Никитовичу Ано

шину, главному научному сотруд

нику Института геологии и мине

ралогии СО РАН, доктору физи

ко
математических наук Виктору
Федотовичу Тарасенко, зав. лабо

раторией Института сильноточ

ной электроники СО РАН.

Приказом Минобрнауки за
большой личный вклад в разви

тие отечественной науки и мно

голетний плодотворный труд зва

ние «Почётный работник науки и
техники Российской Федерации»
присвоено главным научным со

трудникам Института земной
коры СО РАН Феликсу Артемье

вичу Летникову и Семену Йоно

вичу Шерману.

ФГБУН Институт систе)
матики и экологии живот)
ных СО РАН объявляет конкурс
на замещение вакантной должно

сти младшего научного сотруд

ника (0,4 ставки) по специально

сти 03.02.04 «зоология» в лабо

раторию структуры и динамики
популяций — на условиях сроч

ного трудового договора. Требо

вания к кандидатам — в соответ

ствии с квалификационными ха

рактеристиками. Документы на

правлять в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления
по адресу: 630091, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН,
отдел кадров; справки по тел.:
(383) 2
170
908. Конкурс состо

ится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН,
19 августа 2014 г. в конференц

зале института в 11:00. Подроб

ная информация о конкурсе раз

мещена на сайте Президиума СО
РАН (www.sbras.ru) и на сайте ин

ститута (www.eco.nsc.ru) в разде

ле «Вакансии».

Конкурс


